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【はじめに】斜方晶 BaSi2 は、太陽電池に適したバンドギャップと高い光吸収係数を持つととも

に資源豊富な元素で構成されることから、資源制約の少ない新規薄膜太陽電池材料として期待さ

れている。我々は、産業技術と整合する簡便な薄膜作製法として真空蒸着法に注目し、BaSi2原料

を利用して BaSi2単相膜が Siまたはガラス基板上に作製可能であることを報告してきた [1,2]。し

かし、その膜厚は、ガラス基板上では 200 nm程度であり、太陽光の吸収に必要な膜厚 (2–3 m) と

比較して小さい。そこで、本研究では、真空蒸着法によるガラス基板上への BaSi2 薄膜成長にお

ける厚膜化の可能性を調査することを目的とした。その結果、Si 層を予め基板上に形成すること

で厚膜化可能であることを見出したため報告する。 

【実験方法】BaSi2顆粒を原料とし、これをタングステンボート上で抵抗加熱により気化させ、500 

˚C の無アルカリガラス基板上に堆積させた。原料の質量を変化させることで、膜厚が 115–720 nm

の薄膜を作製した。また、BaSi2成膜前に 110 nmの Si層を RFスパッタリング法によりガラス基

板上に作製し、その効果について調査した。試料評価には、X 線回折 (XRD)、走査型電子顕微鏡

を用いた。 

【結果と考察】図 1に蒸着膜の斜入射 XRDパターンを示す。Si層がないとき、115–210 nmの薄

膜では斜方晶 BaSi2からの回折ピークのみが観察されるが、膜厚を

さらに 370 nmまで増加させると Ba3Si4のピークが現れ、720 nmで

はピーク強度がより増大した。このように、膜厚が増大すると膜組

成が Ba 過剰に変化する要因としては、原料から Ba が優先的に気

化し Ba原子が過剰供給されるとともに、基板から Si原子が供給さ

れて膜の形成に寄与しているためと考えられる。そこで、基板上に

予め Si薄膜を形成し、その上に 580 nmの蒸着膜を作製した。その

結果、XRD より、BaSi2単相膜の生成を確認した (図 1)。したがっ

て、ガラス基板上に形成可能な BaSi2単相膜の膜厚は基板からの Si

拡散に制限されるが、予め基板上に Si層を形成することで、500 nm

を超える BaSi2単相膜を形成できることが分かった。 
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図 1 蒸着膜の斜入射 XRDパタ

ーン。入射角 : 2–3.8˚。矢印は

Ba3Si4のピークを表す。 
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